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1 Permanencia de les
dades:

a ROM
« ROM
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EPROM
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e Memoria flash
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1 Permanencia de les dades

1 Permanencia
de les dades:

a ROM a ROM (Read-Only Memory) Memoria electronica que

* ROM alberga dades permanents. Les dades es mantenen sense

* PROM necessitat d'alimentaci6 electrica.
« EPROM
gaviis Tots els ordinadors contenen una ROM on s'hi posa el

(A ity s programa d'arranc. Les memories ROMs s'utilitzen, a més
b RAM a més, en periferics- impresores, targetes grafiques...-,

. DRAM calculadores, movils, PDA,..

+ SRAM

En funcio si es pot o no modificar el contingut d'una
memoria ROM distingim:

- ROM

- PROM

- EPROM

- EEPROM

« Memoria flash
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1 Permanencia de les dades

1 Permanencia
de les dades:

a ROM

T 2(0)\Y|

- PROM

« EPROM

- EEPROM

« Memoria flash

b RAM

+ DRAM
« SRAM

ROM (Read-Only Memory) Aquestes memories venen

programades de fabrica i son inalterables.

PROM (Programable ROM) Les PROM surten de
fabrica en blanc,per ser programades posteriorment, pero tant
sols una sola vegada amb un cremador de PROMs.

EPROM (Erasable PROM) és un tipus especial de

PROM que pot esborrar-se exposant-la a raigs ultravioleta. Una
vegada borrada es pot reprogramar.

EEPROM (Electracally Erasable PROM) és un

tipus especial de PROM que pot esborrar-se electronicament. A
diferencia de la RAM les dades es mantenen sense alimentacié
electrica, pero és molt més lenta.

Memoria flash és un tipus de EEPROM. La principal
diferencia es que mentre que a una EEPROM s'acedeix a les
dades byte a byte, a les memories flash s'accedeix per blocs.
Aix0 fa que la memoria flash sigui més rapida.




1 Permanencia de les dades

1 Permanencia
de les dades:

a ROM

T 2(0)\Y|

- PROM

« EPROM

« EEPROM

« Memoria flash

b RAM

+ DRAM
+ SRAM

Les memoria flash és una barreja entre una
RAM (memoria electronica basada en cel.les) i
un disc dur (dades permenents i accedides per
blocs). La seva rapidesa,baix consum i
durabilitat, fan que sigui molt utilitzada.




1 Permanencia de les dades

1 Permanencia
de les dades:

a ROM

T 2(0)\Y|

- PROM

« EPROM

- EEPROM

« Memoria flash

b RAM

+ DRAM
« SRAM

La trovem en camares digitals, PDA,
reproductors MP3, sistemes GPS, albums de fotos
digitals, llapisos electronics,movils,...

Per meés
'\ j informacio

sobre els tipus i
les aplicacions
de les
memories flash:
Digital Media

WL
e



http://www.kingston.com/products/DMTechGuide.pdf

1 Permanencia de les dades

1 Permanencia
de les dades:

a ROM

T 2(0)\Y|

- PROM

« EPROM

« EEPROM

« Memoria flash

b RAM

« DRAM
+ SRAM

Les BIOS
actuals
també estan
fetes de
memories
flash, es per
aixo que en
diuen flash
BIOS.
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1 Permanencia de les dades

bermanéncia b RAM (Random Access Memory) en el seu sentit literal
: RAM és memoria que pot ser accedida de forma aleatoria. Es a dir
By que un element de memoria (un byte) pot ser llegit o escrit sense
R passar abans per cap altre element de memoria. Per entendre el
 PEOM concepte de aleatori pensem en un CD, que permet reproduir
» EPEOM qualsevol cancé sense necessitat d'escoltar-ne cap altre. El contari
» EEFROM d'aleatori és sequiencial. Les cintes de cassette sén seqiiencials.
« Memoria flash
ki - I'la ROM, és d'acces aleatori? Si, la ROM de fet és un
e tipus de RAM.
- SRAM La diferencia entre la RAM i la ROM és que la RAM és

memoria volatil, és a dir que permanencia de les dades esta
condicionada a l'alimentacié de la memoria. Mentre hi ha
alimentacio electrica les dades és mantenen. Amb un breu tall del
subministrament electric les dades s'esbaixen i son
irrecuperables.

Hi ha dos tipus basics de RAM:

« DRAM
« SRAM
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1 Permanencia de les dades

[.a diferencia entre la SRAM i la DRAM és la manera de
1 Permanencia

de le< dad6e mantenir les dades:

a ROM

« ROM

« PROM

« EPROM
+ EEPROM

« DRAM (Dynamic RAM) La DRAM és un tipus de memoria
RAM que necessita ser electricament referescada per que perd
progressivament la seva carrega. La DRAM és tecnicament parlant, la
memoria més senzilla possible, la qual cosa permet densitats de

¢ Memoristesh integracio molt elevades a preus molt reduits.

RAM , .
; Com a contrapartida te que durant el temps de refresc la memoria

B no pot ser accedida. Aixo alenteix la memoria.

« SRAM

La memoria principal és memoria DRAM.

« SRAM (Static RAM) A diferéncia de la DRAM, la SRAM no
necessita ser refrescada. Aixo fa que sigui una memoria més rapida.

La contrapartida és la seva complexitat, que la fa més més cara. Es
per aixo que aquesta memoria es poc abundant en els ordinadors.

Trobem SRAM dins dels processadors, als registres i a la
cache.
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Formats fisics
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2 Format fisic

a Format del xips:

. DIP
. SOJ

. TSOP
. STSOP
. CSP

b Format dels moduls:

SIMM

DIMM

So DIMM

RIMM

SO RIMM

DDR DIMM
DDR SO DIMM
DDR2 DIMM
DDR2 SO DIMM
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2 Formats fisics

el a Format dels xips: Les memories venen en xips.
Bl Els xips electronics tenen formats diferents que han

’;; anat evolucionant al llarg de la historia.

« TSOP
« STSOP

. BGA:CSP i FBGA « DIP (DUAL IN-LINE PACKAGE)
§ Formhats dels En els primers ordinadors era

fnoduls comu que la memoria s' instalés

+ SIMM directament a la placa base. En

» DIMM aquell temps el empaquetat DRAM

> SO DITANA de estil DIP era extremadament

> MM popular. L'empaquetat DIP s'

PO BT instalava soldat en uns orificis en

> PO DI el propi circuit impres o bé

» DDR SO DIMM s'instalava en soculs.
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Format fisic

2 Formats fisics:

a Format dels xips

« DIP

- SOJ

- TSOP

« STSOP

- BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

+ SO RIMM

+ DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM

L'inconvenient de 1'empaquetat de tipus DIP és que necessita foradar

p] circuit impres, anomenat PCB (Printed Circuit Board).
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PCB (Printed Circuit
Board).Circuit impres
abans de que s'hi soldin
els xips. Es poden
observar els forats a on
és soldaran les potetes.
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2 Format fisic

Els circuits impresos van anar evolucionant, essent cada vegada
meés complexos. L'alta densitat d'integracié dels components electro-
nics requeria més espai. Davant la falta d'espai és van comencar a
PP construir PBC de varies capes. El format DIP, que travessa tot el PCB
no és una bona opcié en un sistema de capes. Es per aixo que es va
recorrer a una solucié que no forades el PCB: el SOJ.

Actualment els PBC tenen 6,8 o més capes.

2 Formats fisics:

a Format dels xips

« SOJ

- TSOP

« STSOP

« BGA:CSPi FBGA

b Formats dels

moduls PCB (Printed
- SIMM Circuit
- DIMM Board).Disseny
- SO DIMM
o de una targeta
Ethernet de 16.5
- SO RIMM
x83cmde6

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM

capes. Cada
color representa
una capa.
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2 Format fisic

PCB (Printed
2 Formats fisics: N Circuit

n invbed &l oul

a Format dels xips E ﬂ' E E o e5En | e eSEs i Board).Disseny
DIP , I i D H . il o o oo . g de una SRAM.

SO =1 oy J T ::-.='J i .: I .: ¥, invbhel a¥_oul C d l
L iy w206 wll cnt il adaa color
TSOP i i ol Tl PORF A PobiTba Rl ' representa una

invbel a3_aul

STSOP Ll el i i Ll el el capa. Quantes

BGA:CSPiFBGA - L i I8 i Bl repiim f Bl cpie L. 1 ’
¥ PG gl g e P, g capes hi ha?
b Formats dels hiLls LIz | B .
moduls

- SIMM ; s e Ll B Ll Bl i Do e

o S PR LS AL A P R

- SO DIMM

- RIMM
SO RIMM
DDR DIMM
DDR SO DIMM
DDR2 DIMM

DDR2 SODIMM | BT g

+ +
e
=

A

cellBELE cell_BLL ET W buf 7 _ oud bar paddr iver_ in

paddr iver _aul




2 Format fisic

2 Formats fisics:

PPN « SOJ(Small-Outline J-lead) A diferéncia del DIP, el SOJ
PP és un tipus de empaquetat que no forada el PCB. Fa servir un
S tipus de pins en forma de J que fregen la superficie del PCB

« TSOP
=0 sense foradar-lo.
« STSOP

- BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM




2 Format fisic

2 Formats fisics: « TSOP (Thin small outline package). L'empaquetat TSOP
e neeael utilitza un empaquetat molt més petit. De fet un TSOP és un terc de
. DIP un SOJ. Es va comencar a utilitzar en les memories per a portatils i
. SOJ es va acabar imposant. Les potes de un TSOP estan soldades a la
- TSOP superficie del PCB, pero a diferencia del SO]J, les potes s'extenen
+ STSOP allunyant-se del xip.
- BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

+ DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Format fisic

2 Formats fisics:

a Format dels xips « STSOP (Shrink Thin small outline package). La sTOP te
- DIP les mateixes caracteristiques que la TSOP excepte que és més
- SOJ petita. De fet ocupa la meitat, de manera que permet aumentar la

- TSOP densitat de integracié.
- STSOP

- BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM

21



2 Format fisic

« BGA (Ball Grid Array) A diferencia dels empaquetats DIP,
2Formats fisics: SQOJ, and TSOP, els xips basats en BGA (Ball Grid Array) no fan
LAY servir pins. Les conexions electriques al PCB es fan a través de
. DIP unes petites boletes.
. SOJ '
- TSOP
- STSOP
- BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Format fisic

2 Formats fisics:

a Format dels xips

« DIP

- SOJ

- TSOP

- STSOP

D e = BBTgE B

-
= ol

- BGA:CSPi FBGA ey 1P By 7y '
s 2

Ha a - -
e AL TTHTTT - =

T

b Formats dels

moduls TIIIILIT]

SIMM
DIMM
SO DIMM
RIMM
SO RIMM
« DDR DIMM
- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM Xip

i socul
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2 Format fisic

2 Formats fisics:

a Format dels xips
. DIP Hi han dos tipus d'empaquetats de basats en BGA:

. SOJ

> T850D -CSP (Chip Scale Package) ................ Utilitzat a les memories
. STSOP RDRAM.

- BGA:CSPi FBGA

pPahels g5 -FBGA (Fine-pitch Ball Grid Array)....Utlitzat a les memories
DDR 1 DDR2.

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Format fisic

2 Formats fisics:

a Format dels xips  CSP (Chip Scale Package) La memoria RDRAM(Rambus
- DIP DRAM) fa servir aquests empaquetats epr els seus xips.
. SOJ
« TSOP
- sSTSOP
« BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

Tep Packaps

+ SIMM

Cip Leadt
« DIMM PCE Green s 3 -
+ SO DIMM | j‘\ r S 1 fﬁ:” #
. RIMM - \\ /., t Ve

« SO RIMM TSP (vista superior) TSP (vista interior)

« DDR DIMM Contct Pade Salder Balls Lawmr Package

- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM
- DDR2 SO DIMM
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2 Format fisic

2 Formats fisics:

a Format dels xips « FBGA (Fine-pitch Ball Grid Array) Les memories DDR
- DIP porten o be TSOP o FBGA. En canvi les memories DDR2 fan

+ SOJ servir sempre l'empaquetat FBGA.
- TSOP L

- sSTSOP :
- BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

+ SO RIMM

+ DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM




2 Formats fisics

el b Format dels moduls: Actualment les memories
el es fabriquen en moduls. Els moduls es poden posar i

]S)z treure, 1 per tant permeten una major flexibilitat .

. TSOP Podem afegir més moduls si volem augmentar la
- STSOP RAM.AI llarg dels ultims anys s'han comercialitzat
gl diferents tipus de moduls, alguns dels quals inclis ja

b Formats dels

T+ estan obsolets. Els moduls més importants son:

+ SIMM

+ DIMM

+ SO DIMM

+ RIMM

+ SO RIMM

+ DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM

SIMM

DIMM, SO DIMM

RIMM, SO RIMM

DDR DIMM, DDR SO DiMM
DDR2 DIMM,DDR2 SO DIMM
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2 Formats fisics

el  *SIMM (Single In-Line Memory Module).Els primers
St limoduls de memoria van ser els moduls SIMM de 30 contactes.
» DIP Aquets moduls tenien una amplada del bus de dades de 8 bits. Es a dir
> 50 s'envien 8 bits per cada transferencia. ( La quals cosa vol dir que el
> FS0P bus de dades en aquell temps era de 8 bits). Quan van apareixer les

eI CPUs de 32 bits aquesta transferencia fou insuficient i van sortir les
g ISTMMs de 72 conte

b Formats dels
moduls

+ SIMM
+ DIMM
+ SO DIMM
+ RIMM

+ SO RIMM
+ DDR DIMM

ViVl OSCa

« DDR2 DIMM
- DDR2 SO DIMM

3lMM de 30 pines de 35°
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2 Formats fisics

el  ‘DIMM (Double In-Line Memory Module).Aviat els

Sl STMM van ser insuficients per les necessitas de transferencia de
-+ DIP informaci6é entre la RAMM i la CPU. Els moduls DIMM permeten una
> 50 amplada de 64 bits. Son més llargs i tenen dues osques que indiquen

/T80F la posicio de correcta colocaci6.
- STSOP

il A diferéncia de la SIMM, en la DIMM cada una de les conexions a

ommseselcada costat del modul son senyals diferents. D'aqui ve el nom de
moduls Double.

vy El voltatge de una memoria DIMM és de 3,3V mentre que en la

g SIMM era de 5V.

+ SO DIMM HIMM de £ 2 pines de 4.25°
« RIMM

« SO RIMM

- DDR DIMM

- DDR SO DIMM

- DDR2 DIMM
N

+ DDR2 SO DIMM DHMM de | 68 pines de 5.25°

osques

29



2 Formats fisics

AiontiCtl  « SO DIMM (Small Outline Double In-Line Memory

s ek liM odule). Es un tipus de DIMM molt més petita i esta dissenyada
o especialment per a portatils.

Hi han dos tipus de SO DIMM: la de 72 contactes que te una
amplada de dades de 32 bits i la la de 144 contactes que te una
Bovesstuejamplada de 64 bits.

b Pormials do El voltatge de una memoria SO DIMM també és de 3,3V

moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

+ SO RIMM

+ DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

« DDR2 SODIMM OSC&

e

SO DIMM de T44 pines de 266"
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2 Formats fisics

2Lormals lsles: * RIMM. Es el modul de la tecnologia Rambus. El modul te 184

el el pins i dues osques juntes. El bus de dades te només a 16 bits, pero en
+ DIP canvi el modul treballa a frequencies molt elavades. Es pot apreciar
> 50] que el empaquetat dels xips és molt diferent als de les altres
> TS08 fotografies. Es el format CSP (Chip Scale Package).

« STSOP C S P

- BGA:CSP i FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Formats fisics

gt ° SO RIMM. SO RIMM és el socul de la tecnologia Rambus per a
et alportatils. E1 SO RIMM te 160 pins i dues osques juntes.

« DIP

« SOJ

- TSOP

« STSOP

« BGA:CSP i FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Formats fisics

gt =t - DDR DIMM. (Double Data Rate DIMM) de 184 pins

Sl e una sola osca. Memoria molt frequient. S'usa en ordinadors de

- DIP sobretaula.
- SOJ

« TSOP
sTSOP
BGA:CSP i FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM
+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

+ SO RIMM

+ DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Formats fisics

2 Formats fisics:  DDR DIMM.

a Format dels xips de 100 pins Té

I una sola osca.
. SOJ

. TSOP Tot 1 que es un

+ STSOP estandard del

evesat:ed JEDEC no es gaire
b Formats dels popular. Intel, per

foduls exemple, no

7 SIMM suporta aquest

+ DIMM format de memoria.
« SO DIMM .
s Es fa servir en

S impresores i
B o contro}adors
Shieivive| Comprimits.

« DDR2 DIMM
- DDR2 SO DIMM

34



2 Formats fisics

2 Formats fisies: * DDR SO DIMM. (Double Data Rate DIMM) te

a Format dels xips 200 pins 1 una sola osca.
» DIP

« SOJ

- TSOP

« STSOP

« BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Formats fisics

2Formats fisics: * DDR Micro DIMM. (Double Data Rate Micro

a Format dels xips

DIMM) te 172 pins i cap osca. S'utilitza en alguns portatils pero

P en molt pocs. No és gaire popular.

« SOJ

- TSOP

« STSOP

« BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM
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2 Formats fisics

ARt * DDR2 DIMM. (Double Data Rate 2 DIMM) te

Rl 240 pins. S'utilitza en ordinadors de sobretaula, i servidors.
» DIP

« SOJ

- TSOP

« STSOP

« BGA:CSPi FBGA

FHIGC-2302-1810

(i

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM

e
Pi:m:-:-hu:'-.-i;m
Warrenty Woid i Removed

Osca
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2 Formats fisics

El modul DDR i DDR2 DIMM medeixen el mateix pero son
A Rormats fisics: diferents, de fet son incompatibles. Es facil confondre'ls.

a Format dels xips

El modul
DDR2 de 240-
pins DIMM (a
dalt) te la osca
en una posicio
b Formats dels diferent d—el

moduls modul DDR

+ SIMM 184-pins (a

- DIMM baix)

- SO DIMM

- RIMM En aquest cas

» SOBILL les dues

- DDR DIMM mem‘ories

-« DDR SO DIMM duen

- DDR2 DIMM empaquetat

- DDR2 SO DIMM FBGA

« DIP

« SOJ

- TSOP

« STSOP

« BGA:CSPi FBGA
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2 Formats fisics

2Formats fisies: * DDR2 SO DIMM. (Double Data Rate 2 SO
el DIMM) te 200 pins. S'utilitza en portatils.

« DIP

« SOJ

- TSOP
« STSOP

- BGA:CSPi FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

+ DDR DIMM

- DDR SO DIMM
« DDR2 DIMM

- ppr2 sopivM [ @T{ets]
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2 Formats fisics

2 Formats fisics: Resum dels formats fisics

a Format dels xips
» DIP Format del modul N° Contactes|  N°d'osques Llargada del modul
» SOJ SMM 30 0 85cm
» TSOP SMM 72 1 10cm
- STSOP DIMM 168 2 133cm
- BGA:CSP i FBGA — " 1 6,7cm

b Formats dels SO DIMM 72 0 6,03cm

moduls

« SIMM

- DIMM

« SO DIMM

- RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM
« DDR SO DIMM DDR2 DIMM 240 1 133cm
- DDR2 DIMM DDR2 SO DIMM 200 1 6,7 cm
- DDR2 SO DIMM DDR2 MicroDIMM 172
Mini registered DIMM 244




2 Formats fisics

2 Formats fisics:

a Format dels xips

« DIP

« SOJ

- TSOP

« STSOP

« BGA:CSP i FBGA

b Formats dels
moduls

+ SIMM

+ DIMM

« SO DIMM

+ RIMM

« SO RIMM

« DDR DIMM

- DDR SO DIMM
- DDR2 DIMM

- DDR2 SO DIMM

Detalls tecnics

Format del modul N° de pins N° d'osgues Bus de dades Bus d'adreces*
SSMM 30 0 8 hits
SMM 72 1 32 hits 16 hits
DIMM 168 2 64 bits
SO DIMM 72 0 32 hits
SO DIMM 144 1 64 bits 13 bits

DDR2 DIMM

DDR2 SO DIMM

* Els busos adreces van multiplexats
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3 Tecnologies de memories

a Asynchronous DRAM

- FPM
- EDO
« BEDO

b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
« DDR SDRAM

« DDR2 SDRAM
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3 Tecnologies de memoria

el < ADRAM: (Asynchronous DRAM) Les primeres
' memories foren asincrones. El funcionament de les

a ADRAM . . , ; .
memories asincrones és el seguent:

- FPM

SEu « El processador solicita una dada. Volca l'adreca de la

» BEDO . |
oy dada que vol obtenir al bus d'adreces.

SR « La memoria quan ja ha aconseguit la dada, avisa al

gaaiprocessador. Quan aquest ultim li dona permis volca la
+ PC133 SDRAM
dada al bus.

« Direct Rambus

¢/ DER Hom podria pensar que les memories asincrones

« DDR2 .
treballen sense una senyal de rellotge. Cal aclarir que

les memories asincrones si que treballen subjectes a un

rellotge. Pero aquest rellotge és un rellotge propi de la

memoria que no esta sincronitzat amb la resta de

l'ordinador.
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3 Tecnologies de memoria

Address Data

3 Tecnologies de Estructura de ]_a_ Bus Bus

memories:

a ADRAM mem(‘)ria DRAM

i Una memoria ésta

Iy constituida per una
b SDRAM malla de cel.les de

CAS

SEEVWE  8/16/32/64 bits. o e

- PC100 SDRAM T

« PC133 SDRAM Cada Ce]..].a te Ulla Column Address Decoder

SR E  adreca.

« DDR . . (B H R R EE NN

s L.a memoria es com . sascacses
enorme parking. o

RAS (R R R R R

Fixa't en el BUS de
dades i el BUS e
d'adreces.




3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
« DDR

- DDR2

Lectura/Escriptura
de la memoria.

Quan el bus
d'adreces esta
multiplexat, la
lectura/escriptura de
la memoria és un
proces en dos fases.

Primer s'activa la
senyal RAS (Row
Adress Strobe) per
indicar que s'envia
l'adreca de la fila.

1§

Cag

Coalumn Address Latch I

EEEEEEREEN
(RN NN NN NN
EEEEEEEEN
EE BB B EEESN

©)

[ R NN NN NN
[ N NN NN NN
LE N N N N N B N
LR N N N N NN N

Seme and Refresh
Amplilicrs
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
« DDR

- DDR2

Segon s'activa la
senyal CAS (Column
Adress Strobe) per
indicar que s'envia
l'adreca de la
columna.

Un cop s'ha ubicat
la cel.la que volem
llegir/escriure
utilitzem el bus de
dades per a la
trnsferencia.
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3 Tecnologies de memoria

3 Tecnglqies de . ,
memories: Cada xip conté unes quantes malles de

2 ADRAM memoria.
« FPM
« EDO

. BEDO Address Bus Data Bus

b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

« FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
« DDR

- DDR2

Finalment cada modul conté uns quants xips.

8-bit

W
=z
=
.=
S
=
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3 Tecnologies de memoria

Temps d'acces 1. Direccién de fila
T 1 i d N\ /
et % El temps d'acces és el 2. Activacién de RASH
a ADRAM tempS que triga la 3. Retardo RAS/CAS
.+ FPM memoria a donar la dade o
EDO . 4. Direccion de columna
i un cop se li ha passat
« BE I 5. Activacion de CAS#
Jea I'adreca. |
e et El temps d_'aCCéS es 6. Lectura o escritura (R/W#)
R medeix en
. -9 ' Tiempo de acceso
sl nanosegons(ns) 107s. i
G El temps d'acces é€s RAS# @ —
una mesura que sovint CASH ® —

s'utilitza per especificar oo Sy E— YO

la rapidesa de la |
memoria, pero cal tenir . i
clar cicle complet de la i ’
memoria es mes llarg.




3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
« DDR

- DDR2

Temps de cicle.
Després de cada acces el sistema necessita
recuperar el seu estat inicial. (temps de precarrega).

T.ciclo=T accesso+ T.De precarga

-_—

] Tiempao d ciclo &
Tiempo -:iea-:-:ea-: ..i_. Tiempo de precanga R
i i
FReOAs i
RAS# — | i
0
CAS#
Direccion (" Fila X Columna ) EFna
RW# i
Datos 1‘ Dato r"
:
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3 Tecnologies de memoria

gl « FPM: (Fast Page Mode) La memoria FPM és la
R primera evolucio de memoria DRAM. La FPM és una mica
s mes rapida que la DRAM quan s'accedeix a les dades
. EDO d'una mateixa fila. Simplement manté la senyal RAS (Row
+ BEDO Adress Strobe) en accessos a la mateixa fila. Com que els
iP5 busos d'adreces estan multiplexats, 1'adrecament és molt

Pisenllm és rapid per a dades d'una mateixa fila si CAS

SO Els temps d'acces son 70-60ns i menor si s'accediex a
e t|dades en una mateixa fila. Es va fer servir fins els

+ DDR

s primers Pentium.

Fisicamente ve amb moduls SIMMs de 30 6 72
contactes (els de 72 en els Pentium i alguns 486).

a ADRAM
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2

« EDO: e
(Extended . . ;
Data Out) o || e e
S'introduiex ., = e e W S = ﬁ
una petita . |
mlllora que (a) Conventional FPM
fa de\la m Y
memoria
EDO sigui s ]m—/—]m—/—
entre un 5% 1 bw@ m*@
un 20% meés " o v e v
répida. {(b) EDO

F¥ ukpEFinED

S'escurca el cicle de la memoria superposant la
lectura d'una dada amb la peticio de 1' adreca de la
dada seguent.
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2

 BEDO: (Burst Extended Data Out) Es una variant
de la EDO que permet que les lectures/ecriptures de la

memoria es facin en rafegues de 4. Sila EDO

convencional permetia frequencies de fins a 33MHz, la

BEDO va dels 40MHz als 66MHz.

ANY | TECNOLOGIA TEMPS FREQUENCIA VELOCITAT DE
D'INTRODUCCIO D'ACCES TRANSFERENCIA
1987 FPM 50ns 25MHz 230 MB/s
1995 EDO 50ns 33MHz 400 MB/s
1995 BEDO 50ns 40-66MHz 500MB/s
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2

SDRAM (Synchronous DRAM): A finals del 1996
comenca a apareixer la SDRAM. A diferencia de les
tecnologies anteriors, la SDRAM esta disenyada per
autosincronitzar-se amb la cpu. Aixo permet que el
controlador de memoria sapiga el moment exacte en el
qual la dada ja estara a punt, i per tant la CPU ja no s'ha
de esperar entre cada acces a memoria. Els primers
tipus de SDRAM so0n:

« PCo6 SDRAM (66MHz)
« PC100 SDRAM (100MHz)
« PC133 SDRAM (133MHz)
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2

Formats oberts vs formats propietaris

En el desenvolupament de nous productes informatics i
electronics les empreses tenen dues dues formes de procedir:

« Formats propietaris: Una companyia desenvolupa una
tecnologia i la patenta. Si alguna altre companyia vol vendre
productes basats en aquella tecnologia un canon.

« Formats Oberts: S'estableixen comites estandaritzadors
formats per membres de les companyies. Son aquests comités
els que estableixen els estandards que rigiran una nova
tecnologia. JEDEC(Solid State Technology Association) és el
comité que agrupa els fabricants de memories.

Sén exemples de tecnologies propietaries RDRAM i XDR.

Son exemples de tecnologies lliures la SDRAM convencional,
la DDR, i la DDR2.
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2

RDRAM((Direct Rambus): La memoria RDRAM es
una patent de Rambus Inc. Aquesta companyia
desenvolupa aquesta tecnologia i alguns fabricants
I'adjunten als seus ordinadors: Intel, HP, SiS, Samsung,
Toshiba, Sony...

L.es memories RDRAM van en soculs RIMM i
SORIMM.

L'acceptacio de la Rambus DRAM no ha sigut mai
massa bona. Actualment els preus de les memories
RDRAM son més elevats que el de les DDR i en tenen
prestacions semblants. La RDRAM esta en clar retroces.

Alguns fabricants van intentar competir amb una
arquitectura alternativa anomenada SLDRAM (SyncLink
DRAM) i també van fracasar.
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2

La companyia Rambus continua desenvolupant altres
tecnologies de memoria com ara XDR que permet
transferencies fins a 6400 MB/s i que funciona a
3,2GHz.

El socul que porta associat s'anomena XDIMM.,

De moment només Toshiba s'ha decidit a fabricar
memories XDR
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3 Tecnologies de memoria

it d s DDR(Double Data Rate) La diferencia entre la DDR i
memories: la SDRAM convencional és la forma en que utilitzen la
a ADRAM senyal de rellotge.

- FPM
« EDO
« BEDO -

b SDRAM

DPDXIDY
DPDXIDY
DPDXIDY
Pujada

DPDXIDY

Pujada
Pujada

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM

g | La senyal de rellotge te una pujada i una baixada. En la

- DDR . ’ v

s SDRAM convencional nomeés es produla una sola
transacio en cada cicle de rellotge. En canvi la DDR

duplica la velocitat de transferencia permetent dues

transacions per cicle: una en la pujada i l'altre en la

baixada de la senyal de rellotge.
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3 Tecnologies de memoria

Jroutc ol DDR2(Double Data Rate 2):

memories:

2 ADRAM La DDR2 és la evolucio de la memoria DDR. El
. FPM desenvolupament de la tecnologia DDR2 ha sigut obert, a través
- EDO del JEDEC.

« BEDO
b SDRAM

La memoria DDR2 aumenta la frequencia i la transferencia de
psseeldades en relacio a l'anterior DDR. Diminueix el voltatge, i també
el consum.

« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
PC100 SDRAM
PC133 SDRAM
Direct Rambus
DDR
1D1D)2V

Resum tecnic

ANY . TECNOLOGIA FREQUENCIA VELOCITA:I' DE
D'INTRODUCCIO TRANSFERENCIA
1997 PC66 SDRAM 66MHz 533 MB/s
1998 PC100 SDRAM 100MHz 800 MB/s
1999/2000 PC133 SRAM 133MHz 1066 MB/s
1999 RDRAM 800MHz 1600 MB/s
2000 DDR SDRAM 266MHz 2100 MB/s
2001 DDR SDRAM 333MHz 2700 MB/s
2002 DDR SDRAM 400MHz 3200 MB/s
2002 DDR SDRAM 434MHz 3500 MB/s
2003 DDR SDRAM 466MHz 3500 MB/s
2003 DDR SDRAM 533MHz 4000 MB/s
2004 DDR2 SDRAM 400MHz 3200 MB/s
2004 DDR2 SDRAM 533MHz 4200 MB/s
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3 Tecnologies de memoria

3Tecnologies de
memories:

a ADRAM

- FPM

« EDO

« BEDO
b SDRAM

« PC66 SDRAM
« PC100 SDRAM
« PC133 SDRAM
« Direct Rambus
- DDR

- DDR2

Quin tipus memoria necessita el meu ordinador?

Hi han tants tipus de memoria que es dificil saber quin
tipus es compatible amb el nostre ordinador. La manera
mes eficac i rapida es obrir 1'ordinador i mirar quin socul
de memoria porta. Pero sovint amb aixo no n'hi ha prou.

El controlador de memoria és el que determina si una
memoria es compatible o no. El controlador de memoria
es troba dins del xipset, que alhora esta integrat a la
placa base. Aixi doncs podem obtenir informacio mirant
les carateristiques tecniques del xipset de la nostra placa.

Alguns fabricants de memoria posen a disposicio dels
usuaris un cercador de memoria. Posant el model de
placa base s'obté els models de memoria compatibles:

Ex: http://www.kingston.com/
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